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１．概要（Summary） 

現在パワーデバイスは様々な分野で使用されてきてい

る。今後より大容量化が求められる中で、今までの Si チッ

プでは物性的な限界があるため、次世代材料として GaN

チップが注目されている。当研究室で新規開発したAgペ

ーストを用いて DBC・DBA 基板に GaN チップを焼結接

合し接合強度試験や信頼性試験（熱衝撃・高温環境）行

うことを目的に実験を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイシングソー 

【実験方法】 

ダイシングソーを用いて 2 インチφ、厚さ 0.4mm の

GaN基板を 5mm□サイズに切断後、Ti/Agをスパッター

膜付けし、DBA 基板に当研究室で新規開発した Ag ペ

ーストを用いて焼結接合及び信頼性評価試験（熱衝撃）

を行う。 評価は熱衝撃試験で初期、250、500、1000cyc

でのシェア強度及び断面観察により行う。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

先に DBC 及び DBA の結果報告をした。 Al はヤン

グ率が小さく熱衝撃を吸収できることを想定し DBA の熱

衝撃試験を行なったが想定以上にAlの変形が確認され

た。 今回これを改善するため DBA に Ni メッキ（7m）

を装着したサンプルで熱衝撃試験を行なったので、その

結果を報告する。 シェア強度結果は、初期：27MPa、

125cyc：32MPa、500cyc：31MPa、となり 1000cyc でも

シェア強度の改善が期待できる。 断面観察でも Ni メッ

キがAlの変形を抑えており、効果があることを確認した。 

 

Fig. 1 Result of Shear Strength.  

 

Fig. 2 Cross Section  As sintered , After 500cycles. 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

この研究は ALCA（先端的低炭素化技術開発）のご支

援で実験を進めています。感謝申し上げます。  
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